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概要

中国BYD社は世界最大のxEVメーカーであり、BYD Semiconductorもパワー半導体（IGBT、パワー
モジュール）の研究開発・製造に注力しています。

本レポートは、BYD初のSiC MOSFETについて、その特徴、技術レベル (RONxAA指標、製造プロセ
ス など)を明らかにし、先進技術への同社の意欲を示すレポートになります。

製品特徴

・自動車用途向けに面積当たりのオン抵抗を低く抑えている。
 (ロームの第3世代、中国Basic Semiconductorの第2世代と同等レべル)

・アプリケーション：EV充電、 DC-ACインバーター/DC-ACコンバーター、高電圧DC/DCコンバータ

解析内容、レポート価格

① SiC MOSFET構造解析レポート  価格 ¥750,000 (税別) 発注後1weekで納品

・ILDなど信頼性の懸念事項に注目して解析を実施。

※本製品は中国製品の第2世代相当のプロセス技術を使用していると推定。

② プロセスと電気特性評価レポート  価格 ¥800,000 (税別)    発注後1weekで納品

・製造工程フローとフォト/マスキングのプロセス工程数。 

・RON成分とMOSFETチャネル移動度の抽出解析。

・N-エピ（ドリフト）の厚さとドーピング濃度を抽出し、測定した耐圧BVdssと相関確認。

③ 短絡耐量評価レポート  価格 ¥600,000 (税別)   発注後1weekで納品

・短絡耐量（SCWT）試験の結果。

・BYDのトランジスタ短絡耐性を決定する制限要因に関する考察。

 SCイベント中のゲート酸化膜の強度。

・BYDと主要SiCメーカーのSCWT対オン抵抗の比較。

SiC MOSFET(1200V)： BYD Semiconductor BSK080S120 構造解析、
プロセスと電気特性評価、短絡耐量評価レポート

パッケージ外観
SiC MOSFETチップ

型番： BSK080S120 Vdss=1200V ID=36A  RDS(ON)=80mΩ 製品リリース日：2024年 (推定)
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① SiC MOSFET構造解析レポート: 目次

【目次】 Page

1 デバイスサマリー

Table1-1:デバイスサマリー ・・・ 3

1-1. 解析結果まとめ ・・・ 4

Table1-2: デバイス構造：SiC MOSFET ・・・ 5

Table1-3: デバイス構造：レイヤー材料・膜厚 ・・・ 6

Table1-4: デバイス構造：実装パッケージ構造概要 ・・・ 7

2 パッケージ解析
2-1. 外観観察 ・・・ 9-10

2-2. 内部レイアウト観察 ・・・ 11

2-3. パッケージ断面構造解析 ・・・ 12-23

3 SiC MOSFETチップ構造解析

3-1. 平面構造解析(OM) ・・・ 25-38

3-2. 平面構造解析(SEM) ・・・ 39-44

3-3. セル部 断面構造解析 ・・・ 45-52

3-4. 外周部 断面構造解析 ・・・ 53-60

3-5. Gateパッド部 断面構造解析 ・・・ 61-63

4 TEM構造解析 ・・・ 64-70

5 SiC MOSFETチップ裏面構造解析 (アニール痕の解析) ・・・ 71-73

6 他社SiC MOSFETとの比較 ・・・ 74-75



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385  e-mail: contact2@ltec.biz 
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８ HP: https://www.ltec-biz.com/

チップ外周部 断面SEM像

セル平面・断面位置合わせ

セル部 断面TEM像

他社メーカーとの比較

① SiC MOSFET構造解析レポートからの抜粋
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② プロセス・電気特性解析レポートからの抜粋

NAVITAS-GeneSiC SiC MOSFET G3F プロセスフローシークエンス

Fig.5-3-1  オフ状態破壊電圧BVdss Fig.5-9-1(a)  深さ方向のキャリアドーピングプロファイル
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③ 短絡耐量評価解析レポートからの抜粋
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